Première GE

TP n° 14


Amplification de courants par transistor bipolaire.

I. Le transistor bipolaire :

Un transistor comporte trois bornes : la base noté B, l’émetteur E et le collecteur C
Ils sont de deux types : soit NPN soit PNP.

Symboles :
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Relation entre les courants :
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Ecrire la loi des mailles pour retrouver la relation suivantes dans les 2 cas :




II.  Relevé de la caractéristique d’entrée du transistor :

On désire relever la caractéristique d’entrée VBE( IB ) du transistor ci-dessous.
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compléter le schéma du montage permettant de relever la caractéristique VBE( IB ) du transistor.
2) Réaliser ce montage en prenant pour RB la boite à décades réglée sur 500 .

Après avoir fait vérifier votre montage, relever la caractéristique d’entrée du transistor en faisant varier IB de 0 à 50 mA.
3) Tracer la caractéristique d’entrée du transistor VBE( IB ) sur papier millimétré.

4)  Cette caractéristique vous rappelle-t-elle celle d’un autre composant ?

Coefficient d’amplification en courant : .

On désire relever la caractéristique IC( IB ) du transistor ci-dessous.
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Rb  est la  boite à décades réglée sur 1 k
Ve est une tension variable

5) Compléter le schéma du montage permettant de relever la caractéristique Ic( Ib ) en plaçant les appareils de mesures.
6) Après avoir fait vérifier votre montage, relever Ic( Ib ) en faisant varier Ib de 0 à 10 mA.

7) Tracer la caractéristique Ic( Ib ) sur papier millimétré.
8) Calculer la pente  de cette caractéristique.
Conclusion :

En fonctionnement linéaire, un transistor amplifie les courants.
On appelle coefficient d’amplification en courant le facteur d’amplification  tel que : Ic = .Ib

Comme IE = IB + IC alors IE = IB +  IB   d’où    IE = ( 1 +  ) IB

III. Caractéristique de sortie du transistor :

On désire étudier l’évolution de la tension de sortie VCE du transistor en fonction de l’intensité du courant de sortie IC. On utilise pour cela le montage suivant.
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RB boite à décades réglée sur 1 k
RC = Rhéostat de 33 .

VE est une tension variable.

EC = 20 V

9) compléter le schéma du montage qui permet de mesurer IB et de relever la caractéristique IC( VCE ).
10) Réaliser ce montage en utilisant l’appareil analogique pour mesurer IB. Le faire vérifier.

Attention !!!: Pour les mesures suivantes il ne faut pas faire chauffer le transistor. Le laisser refroidir de temps en temps.

11) Régler IB à 3 mA et relever la caractéristique IC( VCE ) en faisant varier RC.
12) Refaire les mêmes mesures en réglant IB à 7 mA puis à 12 mA.

13) Sur le même graphique, tracer, sur papier millimétré, les trois caractéristiques IC( VCE ). Préciser sur chacune des courbes la valeur de IB correspondante.

Ce graphe porte le nom de réseau de caractéristiques de sortie du transistor.

Fonctionnement linéaire, fonctionnement saturé :

· Tant que VCE > 0,5 Volts environ, la valeur du courant IC ne dépend pas de la valeur de la tension VCE  à la sortie du transistor et on a IC =  IB. On dit que le transistor est en régime linéaire.

· Lorsque la tension VCE < 0,5 Volts environ, la valeur du courant IC <  IB.
La valeur de l’intensité IC dans le circuit est limité par la valeur de la résistance Rc et IC est sensiblement égal à Ec / RC ( si on néglige les 0,5 V de la tension VCE ). On dit que le transistor est en régime saturé.

IV. Droites de commande et de charge :

Droite de charge :

La loi des mailles appliquée à la maille de sortie donne : VCE + RC IC - EC = 0

soit :


La droite décrite par cette équation porte le nom de droite de charge du transistor.

Le point de fonctionnement de la sortie du transistor est donné par l’intersection de la droite de charge avec la caractéristique de sortie du transistor.

14)  Sur le même graphe que la caractéristique de sortie, tracer la droite de charge.

15) Déterminer graphiquement le point de fonctionnement de la sortie du transistor lorsque IB = 7 mA.
16) Vérifier expérimentalement la valeur de ce point de fonctionnement lorsque IB = 7 mA.

V. Puissance dissipée par le transistor :

La puissance électrique P dissipée par le transistor est la somme de la puissance dissipée dans la base et de la puissance dissipée dans le collecteur.

P = VBE IB + VCE IC

17)  Pour le point de fonctionnement précédent calculer VBE . IB et VCE  . IC
18)  Comparer VBE IB et VCE IC.
19) Conclusion :

VBE IB << VCE IC.  On peut considérer que la puissance dissipée par le transistor est 

pratiquement égale à : 
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